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양자점을 이용하여 기판위에 제작InAs Silicon (001)

된 고품질 의 특성 분석InSb layer
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본 실험에서는 기판을 사용하여 기판상에Silicon (001) silicon modified Stranski-Krastanow
방식으로 을 성장하고 그 위에 를 형성하였다 기판온도(S-K) InAs quantum dot (QD) InSb layer .

390o
에서 를 번 반복하여 제작된 를 로 사용하였으In injection period 4 InAs quantum dot layer buffer

며 의 밀도는, QD layer 1 mμ 2
당 개 가 가 정도이다600 , height 6.2 ± 2.0 nm, width 36.1 ± 9.2 nm .

성장된 두께의 의 특성을 분석해 보면 상에서의2.8 m InSb film AFM root mean square (rms)μ

는 정도이며 는 에서roughness 5.142nm , electron mobility 340 K 41,352cm2
에서는/Vs, 1.8 K 4,215

cm2
정도를 나타내었다 본 실험에서는 다른 실험과는 달리 을 로 사용하/Vs . InAs QD buffer layer

였으며 기판도 아무런 처리가 되지 않은 기판을 사용하였으므로 기존의 다른 연구, silicon (001)
결과와는 차별성을 가진다 또한 로 사용된 의 종류를 한 가지로. buffer InAs quantum dot layer
고정하고 실험을 하였지만 추후 더욱 다양한 밀도와 크기의 를 적용시키고quantum dot layer ,
기존의 다른 논문에서 적용된 방법들을 추가로 적용시켜 본다면 값은 더욱 증가할 것으mobility
로 생각된다 이러한 연구를 통해 값이 싸고 구하기 쉬운 기판상에 에 비하여 더. silicon silicon
좋은 특성을 갖는 족 화합물 반도체 소자를 구현 할 수 있을 것으로 생각된다III-V .
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